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ZnO-rich GaN:ZnO solid solutions with high oxygen evolution activity can be synthesized 

by heating a mixture of Zn3N2, poorly crystalline Ga2O3, Zn, and zinc halide in sealed evacuated 

tubes. In this study, in order to improve the reproducibility of the GaN:ZnO synthesis and the 

controllability of its composition, the relationship between the water content in Ga2O3 and the 

amount of Zn added was investigated. The addition of Zn was found to suppress the formation 

of oxide impurities resulting from the water content in the poorly crystalline Ga2O3. 
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Zn3N2、低結晶性 Ga2O3、Zn、ハロゲン化亜鉛の混合物を真空封管中で加熱するこ

とで、ZnO 含有量が高く、硝酸銀水溶液からの酸素生成反応に優れた活性を発揮する

GaN と ZnO の固溶体（GaN:ZnO）を合成できる 1)。本研究では、低結晶性 Ga2O3の含

水量と原料中に添加する Zn の量の関係を検討し、GaN:ZnO 合成の組成の制御性及び

再現性の向上を図った。 

 低結晶性 Ga2O3 は Ga(NO3)3·xH2O を 200℃で

18 時間熱分解して調製した。熱重量分析により

求めた含水量は 16 wt%であった。低結晶性

Ga2O3、Zn3N2、ZnI2、Zn を 1:1:2:y（y = 0–1）の

モル比で混合し、真空封管中で加熱して

GaN:ZnO を合成した。 

Zn 添加量 y が低い領域では不純物として

ZnGa2O4 が生成したが、y が 0.35 以上の場合に

GaN:ZnO が単相で生成した。添加した Zn は低

結晶性 Ga2O3 の水分に由来する酸化物の副生を

抑制する役割をしていると考えられる。

GaN:ZnO の酸素生成活性は Zn 添加量 y によら

ず同程度であった（図 1）。講演では、調製条件

に応じて低結晶性 Ga2O3 の含水量が異なる場合

に Zn 添加量 y を検討した結果について議論す

る。 
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図 1 Zn 添加量 y を変化させて

合成した GaN:ZnO の酸素生成

活性。原料中 Ga2O3の含水量は

16 wt%。 
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